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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子の上に、前記発光素子からの光を吸収して異なる波長の光に変換する波長変換
層を形成する工程と、
　前記発光素子上面上の前記波長変換層の上に、前記波長変換層の上面の中央部を囲むよ
うに凸状部位を形成する工程と、
　前記凸状部位の内側に、前記発光素子からの光を吸収して異なる波長の光に変換する波
長変換部位を形成し、前記波長変換層上に、上方向に突出する前記凸状部位及び前記波長
変換部位を形成する工程と、を有することを特徴とする発光装置の製造方法。
【請求項２】
　前記凸状部位を形成する工程において、前記凸状部位は、前記波長変換層の上に透光性
材料を塗布した後、硬化させることにより形成することを特徴とする請求項１に記載の発
光装置の製造方法。
【請求項３】
　前記透光性材料が、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ガラスからなる群から選択される
少なくとも１つからなることを特徴とする請求項２に記載の発光装置の製造方法。
【請求項４】
　発光素子と、該発光素子の上に形成され、前記発光素子からの光を吸収して異なる波長
の光に変換する波長変換層と、を備え、
　前記発光素子上面上の前記波長変換層の上面に、透光性材料を含み、前記発光素子の上
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面の中央部を囲むように凸状部位を有しており、
　前記凸状部位の内側に、前記発光素子からの光を吸収して異なる波長の光に変換する波
長変換部位が形成されており、前記凸状部位及び前記波長変換部位は、前記波長変換層上
において上方向に突出していることを特徴とする発光装置。
【請求項５】
　前記波長変換層と前記凸状部位が一体に形成されていることを特徴とする請求項４に記
載の発光装置。
【請求項６】
　前記波長変換部位の表面は、前記凸状部位よりも上方向に突出する曲面を有することを
特徴とする請求項４又は５に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ディスプレイや照明機器の光源に最適な発光装置に関し、特に、発光素子と
、波長変換層とを有する発光装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）等の発光素子を用いた発光装置の波長変換方法として、波長
変換物質を発光素子の周囲に配置させる方法がある。特許文献１には、支持体にフリップ
チップ実装された発光素子の表面に、電気泳動沈着法によって波長変換物質を配置した発
光装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－６９０８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１においては、発光素子の発光強度分布が均一ではなく、発光装置における発
光強度分布が均一にならない。これは、発光素子には、パッド電極から供給される電流に
応じて、発光面内に発光強度分布が形成されるためである。そのため、発光面内における
中央部は末端部に比べて発光強度が高くなる傾向がある。また、電気泳動沈着法では、発
光装置内において、配置される波長変換物質の量にバラツキが生じるため、発光装置とし
て色調バラツキが生じる。
【０００５】
　そこで、本発明は、色調バラツキが少ない発光装置及びその製造方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る発光装置の製造方法は、発光素子の上に、前記発光素子からの光を吸収し
て異なる波長の光に変換する波長変換層を形成する工程と、前記波長変換層の上に、前記
波長変換層の上面の一部若しくは全部を囲む凸状部位を形成する工程と、前記凸状部位の
内側に、前記発光素子からの光を吸収して異なる波長の光に変換する波長変換部位を形成
する工程と、を有する。
【０００７】
　前記凸状部位を形成する工程は、前記波長変換層の上面の中央部を囲むように凸状部位
を形成することが好ましい。
　前記凸状部位を形成する工程において、前記凸状部位は、前記波長変換層の上に透光性
材料を塗布した後、硬化させることにより形成することが好ましい。
　前記透光性材料が、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、ガラスからなる群から選択される
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少なくとも１つからなることが好ましい。
【０００８】
　本発明に係る発光装置は、発光素子と、該発光素子の上に形成され、前記発光素子から
の光を吸収して異なる波長の光に変換する波長変換層と、を備え、前記波長変換層の上面
に、透光性材料を含み、前記発光素子の上面の一部若しくは全部を囲む凸状部位を有して
おり、前記凸状部位の内側に、前記発光素子からの光を吸収して異なる波長の光に変換す
る波長変換部位が形成されている。
【０００９】
　前記凸状部位は、前記発光素子の上面の中央部を囲むように形成されていることが好ま
しい。
　前記波長変換層と前記凸状部位が一体に形成されていることが好ましい。
　前記波長変換部位の表面は、上方向に突出する曲面を有することが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明により、色調バラツキの少ない発光装置とその製造方法を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の第１実施形態に係る発光装置の一例を示す概略断面図である。
【図２】本発明の第１実施形態に係わる発光装置を示す断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態に係る発光装置の製造工程の一例について説明する概略断
面図である。
【図４】本発明の第２実施形態に係る発光装置の一例を示す概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための発光装置及び発光装置の製造方法について、図面を参照しなが
ら説明する。
【００１３】
＜第１実施形態＞
　図１（ａ）は、本発明の第１実施形態に係る発光装置１０の一例を示す概略断面図であ
る。図１（ｂ）は、本発明の第１実施形態に係る発光装置１０の一部を拡大した概略断面
図である。図２は、本発明の第１実施形態に係る発光装置１０の一例を示す概略平面図で
ある。
　本実施形態に係る発光装置１０は、基体１１上に実装された発光素子１２の上に、波長
変換物質を含む波長変換層１３を備えている。波長変換層１３の上面には、発光素子１２
の上面の一部若しくは全面を囲む凸状部位１４が形成されている。凸状部位１４の内側に
、波長変換部位１５が形成されている。
　以下、本実施形態に係る発光装置１０の各構成部材について詳述する。
【００１４】
（基体１１）
　基体は、発光素子等の電子部品を配置するためのものである。基体の形状は、特に限定
されないが、上面が平坦であることが好ましい。基体は、絶縁性のものを用いることがで
き、例えば、アルミナや窒化アルミニウム等のセラミックスを用いることが好ましいが、
この限りではなく、ガラスエポキシ樹脂や熱可塑性樹脂での代用も可能である。
【００１５】
　基体には、少なくとも発光素子の電極と対面する側の面に導電部（図示せず）が設けら
れている。導電部は、基体に配置された発光素子と外部電源とを電気的に接続し、発光素
子に対して外部電源からの電圧を印加するためのものである。
【００１６】
　導電部は、導電性を有する材料であればよいが、物理的、化学的に安定な材料から構成
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されていることが好ましい。導電部としては、例えば、Ａｕ（金）、Ａｇ（銀）、Ｃｕ（
銅）等を用いることができる。
【００１７】
（発光素子１２）
　発光素子は、特に限定されないが、発光ダイオードを用いることが好ましい。発光素子
の上面形状は、図２では四角形であるが、これに限定されず、円形、楕円形、多角形又は
これに近い形状であってもよい。
【００１８】
　発光素子の構造としては、例えば、基板上に、ＩｎＮ、ＡｌＮ、ＧａＮ、ＩｎＧａＮ、
ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＡｌＮ等の窒化物半導体、ＩＩＩ－V族化合物半導体、ＩＩ－ＶＩ
族化合物半導体等、種々の半導体によって、発光層を含む積層構造が形成され、その上に
電極が形成されたものが挙げられる。発光素子の基板としては、サファイア等の絶縁性基
板や、ＳｉＣ、ＧａＮ、ＧａＡｓ等の導電性基板等が挙げられる。発光素子は、任意の波
長のものを選択することができる。
【００１９】
　発光素子１２は、基体１１の導電部にフリップチップ実装される。即ち、発光素子１２
の電極が基体１１の導電部に接合部材１６を介して実装されており、電極が形成された面
と対向する基板側を光取り出し面として配置されている。これにより、発光素子にワイヤ
を接続しない構造とすることができ、発光素子の上に波長変換層や凸状部位を好適に形成
することができる。
【００２０】
（接合部材１６）
　接合部材は、基体に形成された導電部上に、発光素子を接合させるための部材である。
接合部材は、少なくとも発光素子の電極と導電部との間に介在するように配置される。接
合部材としては、発光素子と導電部とを導通させることができる材料を用いる。例えば、
Ｓｎ－Ｃｕ、Ｓｎ－Ａｇ－Ｃｕ、Ａｕ－Ｓｎ等のハンダ材料やＡｕ等の金属バンプ、異方
性導電ペースト等を用いることができる。
【００２１】
（波長変換層１３）
　波長変換層１３は、発光素子１２の上に形成される。波長変換層１３は、波長変換物質
１３ａ（以下、「第１の波長変換物質」ともいう）を含み、発光素子からの光を異なる波
長の光に変換させる機能を有する。波長変換層１３に含まれる第１の波長変換物質１３ａ
としては、例えば蛍光体を用いることができる。本実施形態においては、波長変換層１３
は、発光素子１２の上面及び側面を覆うことが好ましい。これにより、発光素子１２から
上方向及び横方向に出射する光を、異なる波長に変換させることができる。
【００２２】
　波長変換層は、略均一な厚みで形成されていることが好ましい。波長変換層の厚みとし
ては、０．０５μｍ～１００μｍ程度が好ましく、５μｍ～５０μｍ程度がさらに好まし
い。
【００２３】
　第１の波長変換物質の形状は、例えば、球形又はこれに類似する形状が好ましく、平均
粒径が０．０１μｍ～１００μｍのものが好ましく、１～３０μｍのものがさらに好まし
い。
【００２４】
（凸状部位１４）
　波長変換層１３の上面に凸状部位１４が設けられる。凸状部位１４は、発光素子１２の
上面の一部若しくは全部を囲んでおり、波長変換部位１５を堰き止めるダムとしての機能
を有する。これにより、波長変換部位１５を発光素子１２の上の特定の箇所に配置するこ
とができる。また、凸状部位１４は、波長変換物質１４ａ（以下、「第２の波長変換物質
」ともいう）又は後述する基材を含むことにより、光を拡散させる機能を持たせることが
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できる。
【００２５】
　凸状部位１４は、発光素子１２の上面の中央部を囲むように形成されることが好ましい
。これにより、発光強度が比較的高い発光素子の中央部の上に波長変換部位１５を配置す
ることができるため、発光装置の色調バラツキを低減することができる。
【００２６】
　凸状部位の平面形状としては、円形、楕円形、発光素子の上面と相似形状等が挙げられ
る。また、これらの形状において一部を欠いていてもよい。凸状部位は、波長変換層と一
体に形成されていてもよい。
【００２７】
　凸状部位の大きさは、発光素子の大きさによって適宜変更することが好ましい。凸状部
位の高さは、１μｍ～３００μｍが好ましく、１０μｍ～１００μｍがさらに好ましい。
【００２８】
　凸状部位は、第２の波長変換物質又は後述する基材等を含む透光性材料により構成され
る。透光性材料としては、シリコーン樹脂（熱硬化性シリコーン樹脂）、エポキシ樹脂、
ガラス等を用いることができる。特に、熱硬化性液状シリコーンが好ましい。透光性材料
は、第２の波長変換物質又は基材の粒子間に配置され、好ましくは粒子の間隙を充填する
ように配置されている。これにより、波長変換部位を安定して凸状部位の内側に配置する
ことができる。
【００２９】
　図１に示すように、本実施形態の発光装置においては、凸状部位の内側における波長変
換層の上面に、第２の波長変換物質又は基材が配置され、これらの粒子間に透光性材料が
配置されている。これにより、波長変換部位を安定して波長変換層の上に配置することが
できる。
【００３０】
　凸状部位に含まれる第２の波長変換物質は、例えば蛍光体を用いることができる。凸状
部位は、第２の波長変換物質の代わりに、基材を含有させてもよい。基材としては、発光
素子からの光を吸収しにくい材料が好ましい。例えば、熱硬化性シリコーン、エポキシ、
ガラス（ホウケイ酸ガラス、ソーダ石灰ガラス、低アルカリガラス）、金属、無機化合物
等の微粒子を用いることができる。特に、高透明性ガラスや高反射性酸化物（アルミナ、
チタニア、シリカ）が好ましい。また、凸状部位には波長変換物質と基材の両方を含有さ
せてもよい。
【００３１】
　凸状部位に含まれる第２の波長変換物質及び基材の形状は、例えば、球形又はこれに類
似する形状が好ましく、平均粒径が０．０１μｍ～１００μｍのものが好ましく、１μｍ
～３０μｍのものがさらに好ましい。第２の波長変換物質及び基材は、透光性材料よりも
比重の大きいものを用いることが好ましい。これにより、第２の波長変換物質及び基材を
沈降させて波長変換層に近接するように配置することができるため、凸状部位から横方向
へ光が漏れたり、第２の波長変換物質及び基材の粒子間で反射を繰り返すことによる光の
減衰を低減することができる。また、第２の波長変換物質及び基材は、第１の波長変換物
質よりも粒径が大きい方が好ましい。
【００３２】
（波長変換部位１５）
　波長変換部位１５は、凸状部位１４の内側に形成される。波長変換部位１５は、透光性
材料１５ｂと波長変換物質１５ａ（以下、「第３の波長変換物質」ともいう）を含んでい
る。波長変換部位１５は、波長変換層１３を通過する励起光を波長変換する機能を有する
。
【００３３】
　波長変換部位は、波長変換層の上面の中央部に配置されることが好ましい。これにより
、波長変換部位は、発光強度が比較的高い発光素子の中央部の上に配置されるため、発光
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装置の色調バラツキを低減することができる。
【００３４】
　波長変換部位の形状は、特に限定されないが、表面が発光装置の上方向に突出する曲面
形状を有していることが好ましい。例えば、発光素子の中央部上が突出する略半球形状、
略半楕円球形状等が挙げられる。発光素子の中央部上における波長変換部位の高さは、１
μｍ～３００μｍが好ましく、５０μｍ～２００μｍがさらに好ましい。
【００３５】
　波長変換部位に含まれる第３の波長変換物質の形状は、例えば、球形又はこれに類似す
る形状が好ましく、平均粒径が０．０１μｍ～１００μｍのものが好ましく、１μｍ～３
０μｍのものがさらに好ましい。
【００３６】
（波長変換物質）
　波長変換物質は、発光素子から出射された光を波長変換して異なる波長の光を放出する
機能を有する。波長変換物質の材料や配合量を調整することにより、所望の発光色を得る
ことができる。また、複数種類の波長変換物質を用いてもよい。
【００３７】
　波長変換物質としては、例えば、Ｅｕ、Ｃｅ等のランタノイド系元素で主に賦活される
窒化物系蛍光体や酸窒化物系蛍光体を用いることができる。より具体的には、Ｅｕ賦活さ
れたα又はβサイアロン型蛍光体、各種アルカリ土類金属窒化シリケート蛍光体、Ｅｕ等
のランタノイド系の元素、Ｍｎ等の遷移金属系の元素により主に賦活されるアルカリ土類
金属ハロゲンアパタイト蛍光体、アルカリ土類のハロシリケート蛍光体、アルカリ土類金
属シリケート蛍光体、アルカリ土類金属ホウ酸ハロゲン蛍光体、アルカリ土類金属アルミ
ン酸塩蛍光体、アルカリ土類金属ケイ酸塩、アルカリ土類金属硫化物、アルカリ土類金属
チオガレート、アルカリ土類金属窒化ケイ素、ゲルマン酸塩、Ｃｅ等のランタノイド系元
素で主に賦活される希土類アルミン酸塩、希土類ケイ酸塩又はＥｕ等のランタノイド系元
素で主に賦活される有機及び有機錯体等から選ばれる少なくともいずれか１以上であるこ
とが好ましい。
【００３８】
　上述した第１波長変換物質、第２波長変換物質、第３波長変換物質は、それぞれ同一の
種類のものを用いてもよく、異なる種類のものを用いてもよい。
【００３９】
（被覆層１７）
　基体の上に、発光素子、波長変換層、凸状部位及び波長変換部位を覆う被覆層を設けて
もよい。被覆層は、発光素子、波長変換層、凸状部位及び波長変換部位を保護する役割や
レンズの役割を持たせることができる。
【００４０】
　被覆層は、発光素子からの光に対して透光性で、かつ、耐光性及び絶縁性を有するもの
が好ましい。具体的には、シリコーン樹脂組成物、変性シリコーン樹脂組成物、エポキシ
樹脂組成物、変性エポキシ樹脂組成物、アクリル樹脂組成物等、シリコーン樹脂、エポキ
シ樹脂、ユリア樹脂、フッ素樹脂及びこれらの樹脂を少なくとも１種以上含むハイブリッ
ド樹脂等の有機物が挙げられる。
【００４１】
　被覆層の形状は、配光特性などに応じて種々選択することができる。例えば、上面を凸
状レンズ形状、凹状レンズ形状、フレネルレンズ形状などとすることで、指向特性を調整
することができる。
【００４２】
（発光装置の製造方法）
　次に、本実施形態に係る発光装置１０の製造方法について説明する。図３は、本実施形
態に係る発光装置１０の製造工程の一例について説明する概略断面図である。
【００４３】
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　基体１１に設けられた導電部（図示せず）の上に、接合部材１６を介して発光素子１２
を接続する。図３（ａ）に示すように、発光素子１２は、導電部に接合部材１６を介して
発光素子の電極が対向するように接続される。基体１１の導電部と発光素子１２とを接続
する工法は、接合部材１６に応じて適宜選択することができるが、例えば、超音波、熱、
荷重、光、フラックス等を用いて接続することができる。
【００４４】
　次に、図３（ｂ）に示すように、基板１１上の発光素子１２の上に波長変換層１３を形
成する。波長変換層１３は、発光素子１２の上面及び側面を覆うように形成することが好
ましい。波長変換層１３を形成する方法としては、電着法を用いることが好ましい。これ
により、均一な厚みの波長変換層１３を形成することができる。
【００４５】
　波長変換層１３は、例えば、蛍光体等の第１の波長変換物質を含む溶液（電着用の浴液
）中に、発光素子を載置した基体を配置させ、溶液中における電気泳動により、波長変換
物質を発光素子の表面に堆積させることで形成される。発光素子の表面が導電性の材料と
されている場合は、発光素子自体に電圧を印加することにより、帯電された波長変換物質
を電気泳動させて発光素子上に堆積させることができる。また、サファイアなどの絶縁性
基板に半導体を積層させてなる発光素子のように、発光素子の表面が非導電性の部位を有
する場合は、発光素子の非導電性の部位に導電性を有する被膜を設けた後、その被膜に電
圧を印加することにより、帯電された波長変換物質を電気泳動させて被膜を介して絶縁性
基板上に堆積させることができる。なお、波長変換層の厚みは、波長変換物質の堆積条件
や時間により適宜調整することができる。
【００４６】
　次に、波長変換層１３の上に、第２の波長変換物質又は基材１４ａを含む透光性材料１
４ｂを塗布することで波長変換層１３の上面の一部若しくは全部を囲む凸状部位１４を形
成する。この場合の塗布は、ポッティング法、インクジェット、スプレー噴霧、印刷法を
用いることができる。
【００４７】
　ポッティング法を用いる場合は、図３（ｃ）に示すように発光素子１２の上に形成され
た波長変換層１３の上面の中央部に、第２の波長変換物質又は基材１４ａを含む透光性材
料１４ｂを滴下する。透光性材料１４ｂは、波長変換層１３の波長変換物質１３ａの粒子
間に侵入し、毛細管現象によって発光素子１２の外周に向かって浸透する。同時に、凸状
部位１４に含まれる第２の波長変換物質又は基材１４ａは、波長変換層１３の上面の中央
部を囲むように堆積する。図３（ｄ）は、凸状部位１４を形成した状態を示している。
【００４８】
　ここで、凸状部位における第２の波長変換物質又は基材１４ａは、透光性材料１４ｂの
全体量の１重量％～５０重量％の範囲で含有させることが好ましく、５重量％～３０重量
％の範囲で含有させることがさらに好ましい。透光性材料１４ｂは、１０℃～１５０℃（
樹脂を成形する際の温度）にて、粘度が１００Ｐａ・ｓ以下のものが好ましく、１０～３
０℃で粘度が１Ｐａ・ｓ程度のものが特に好ましい。これにより、透光性材料の硬化促進
や粘度変化による凸状部位の形成不良の発生を抑制することができる。透光性材料の塗布
量は、透光性材料や第２の波長変換物質、基材等の特性や発光素子の大きさによって適宜
調整することが好ましい。
【００４９】
　上記のように第２の波長変換物質又は基材１４ａを含む透光性材料１４ｂを塗布した後
に、加熱し硬化させることが好ましい。これにより、後述する波長変換部位の流出を抑制
することができる。
【００５０】
　次に、凸状部位１４の内側に、透光性材料１５ｂと第３の波長変換物質１５ａとを含む
波長変換部位１５を形成する。波長変換部位１５は、第３の波長変換物質１５ａを含む透
光性材料１５ｂを塗布した後、硬化することにより形成する。
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　第３の波長変換物質１５ａは透光性材料１５ｂの全体量の１重量％～５０重量％範囲で
含有させることが好ましく、１重量％～１０重量％の範囲で含有させることがさらに好ま
しい。透光性材料１５ｂは、１０～３０℃で粘度が１～１００Ｐａ・ｓのものが好ましく
、５～５０Ｐａ・ｓ程度のものが特に好ましい。これにより、透光性材料の硬化促進や粘
度変化による波長変換部位の形成不良の発生を抑制することができる。透光性材料の塗布
量は、透光性材料や第３の波長変換物質の特性や凸状部位の大きさによって適宜調整する
ことが好ましい。波長変換部位１５における第３の波長変換物質と透光性材料の配合比（
重量比）や塗布量、第３の波長変換物質の種類は、上述した波長変換層１３を形成する工
程の後に色調バラツキを測定しておき、得られた測定結果をもとに適宜調節することが好
ましい。波長変換部位１５を塗布する方法としては、例えば、ポッティング法、インクジ
ェット、スプレー噴霧、印刷法等を用いることができる。例えば、図３（ｅ）に示すよう
に、凸状部位１４の内側に第３の波長変換物質１５ａを含む透光性材料１５ｂを滴下し、
図３（ｆ）に示すように凸状部位１４の内側に充填する。その後、波長変換部位１５の透
光性材料１５ｂを硬化するために加熱処理を行う。以上により、本実施形態に係る発光装
置１０を得ることができる。
【００５２】
＜第２実施形態＞
　図４（ａ）は、本発明の第２実施形態に係る発光装置１０の一例を示す概略断面図であ
る。図４（ｂ）は、本発明の第１実施形態に係る発光装置１０の一部を拡大した概略断面
図である。本実施の形態に係る発光装置１０は、第１実施形態に係る発光装置１０と、第
２の波長変換物質又は基材１４ａの配置の一部が異なる以外はほぼ同じである。
【００５３】
　本実施形態に係る発光装置１０は、基体１１上に実装された発光素子１２の上に、波長
変換物質１３ａを含む波長変換層１３を備えている。波長変換層１３の上には、波長変換
層１３の上面の中央部を囲む凸状部位１４が形成されている。凸状部位１４の内側に、波
長変換部位１５が形成されている。
【００５４】
　本実施形態の発光装置１０においては、凸状部位１４の内部に露出する波長変換層１３
が、第２の波長変換物質又は基材１４ａで覆われていない。また、凸状部位１４の内部に
露出する波長変換層１３は、第１の波長変換物質１３ａの粒子間に透光性材料１４ｂが配
置されている。このような構成においても、波長変換部位１５を安定して波長変換層１３
の上に配置することができる。
【実施例】
【００５５】
　以下、本発明に係る実施例について詳述する。
【００５６】
　図１は、本実施例に係る発光装置１０を示す概略断面図である。本実施例では、基体１
１上に実装された発光素子１２の上に、波長変換層１３を形成し、波長変換層１３の上に
凸状部位１４を形成する。さらに、凸状部位１４の内側に、波長変換部位１５を形成する
。
【００５７】
　波長変換層１３、凸状部位１４、波長修整層１５を構成する材料を表１に示す。
【００５８】
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【表１】

【００５９】
　波長変換層１３は、上記波長変換物質を用いて、電着法により発光素子の上に付着させ
て形成する。
【００６０】
　凸状部位１４は、ポッティング法を用いて上記波長変換物質又は基材を含む透光性材料
を塗布して形成する。凸状部位における波長変換物質又は基材と透光性材料の配合比（重
量比）は、透光性材料：波長変換物質又は基材＝１０：１とする。塗布した透光性材料の
一部は、波長変換層１３の波長変換物質に含浸される。上記凸状部位の材料を塗布した後
、加熱して硬化させる。
【００６１】
　波長変換部位１５は、ポッティング法を用いて形成する。波長変換部位における波長変
換物質と透光性材料の配合比（重量比）は、透光性材料：波長変換物質＝２０：１とする
。
【００６２】
　以上のように発光装置を作製することにより、色調バラツキの少ない発光装置を得るこ
とができる。
【比較例】
【００６３】
　比較例として、凸状部位及び波長変換部位を形成しない点以外は実施例と同様の構造の
発光装置を形成する。
【００６４】
　実施例と同様の発光装置を３個、比較例と同様の発光装置を１個準備した。なお、これ
らの発光装置は、基体１１上に実装された発光素子１２の上に波長変換層１３を形成した
発光装置を複数個作製し、その中から色調バラツキが比較的大きいものを選択したもので
ある。表２は上述した実施例１と同様の発光装置（Ｎｏ．１～３）と、比較例と同様の発
光装置について、発光装置の上面の垂線を基準とした角度に対する光度の変化を色温度を
用いて比較した表である。
【００６５】
【表２】

【００６６】
　表２に示すように、実施例の発光装置は、比較例の発光装置と比べて、角度に対する色
温度の変化量が小さく、発光強度分布のバラツキが少ない。よって、本実施例の発光装置
は、発光装置の色調バラツキをさらに改善することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
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　本発明の発光装置は、ディスプレイや照明機器の光源など、広範囲の用途に利用するこ
とができる。
【符号の説明】
【００６８】
１０　発光装置
１１　基体
１２　発光素子
１３　波長変換層
１３ａ　第１の波長変換物質
１４　凸状部位
１４ａ　第２の波長変換物質又は基材
１４ｂ　透光性材料
１５　波長変換部位
１５ａ　第３の波長変換物質
１５ｂ　透光性材料
１６　接合部材
１７　被覆層

【図１】 【図２】



(11) JP 5772293 B2 2015.9.2

【図３】 【図４】



(12) JP 5772293 B2 2015.9.2

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００５－１９１４２０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０９６１１３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１７９６８４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３６３３４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１０－２２６１１０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２２７４５８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　３３／００－３３／６４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

